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酸化ガリウム(Ga2O3)は 4.5eV 以上のバンドギャップエネルギーを持ち，n 型の電気伝導性を示

すことから，高耐圧パワーデバイス用の材料として注目されている。Ga2O3 には多くの多形があ

り，安定相である相の他に，，，及び相が準安定相として報告されている。その中でも-Ga2O3

は研究報告例が少なく，その物性は未解明な部分が多いが，最近の研究から直接遷移型であり[1]，

また強誘電体[2]であることが報告されており，近年急速に注目を集めている。 

現在，純粋な相の-Ga2O3は有機金属気相成長法，ミスト化学気相成長法，及びハライド気相成

長法(HVPE法)による成長が報告されている。これらの成長法の中で HVPE法は Ga2O3中でシャロ

―ドナーとして働く可能性が示唆されている炭素[3]が系に含まれていないことから，光電気的に

純度の高い-Ga2O3の成長が期待できる。しかしながら、HVPE 法による-Ga2O3成長においては 3

次元粒子の形成により平坦な成長表面を阻害される[1]。我々は，ガリウム前駆体に成長選択性の

高い三塩化ガリウム(GaCl3)を用いることで粒子の形成を抑制することを報告している[4]。ここで，

Ga2O3 の成長においては，安定相である-Ga2O3 が生成されやすいため，純粋な相の-Ga2O3 を成

長させるための条件探索が必要となる。そこで、本研究においては，HVPE 法による-Ga2O3成長

における，酸素供給分圧及び成長温度が成長相に与える影響について調査した。 

低温塩素と金属ガリウムとの反応により三塩化ガリウム(GaCl3)を生成し，酸素との反応により，

c面サファイア上に-Ga2O3を成長させた。GaCl3分圧(P0
GaCl3)は 1.6710-4に固定し，酸素分圧(P0

O2)

は 0.06-0.48 [atm], 成長温度

475-600Cの範囲で成長を行

った。 

図１に 525C及び 500Cに

おける、X線 2-スキャンプ

ロファイルの酸素分圧依存

性を示した。成長温度の上昇

とともに相のピーク強度が

上がり相の強度は下がった。

また，酸素分圧の上昇ととも

に，相のピーク強度が上が

り相の強度は下がった。成

長温度 500C，酸素分圧 0.48 

[atm]においては純粋な相の

-Ga2O3 の成長層を得ること

ができた。 
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Fig.1 The effect of input partial pressure of oxygen on the X-ray 

diffraction 2- scan profile. The input partial pressure of GaCl3 was fixed 

to 1.6710-4 and growth temperature of (a) and (b) was fixed to 525C and 

500C respectively.     
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